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1.1 MOSFET
V%ÝﬀÞHÛHß^Ñ~þﬁ%Ö!×tuÈ [1.2] 
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Gate length
Gate oxide thickness
Peak impurity concentration
of substrate
Junction depth of LDD
Impurity concentration
of LDD
Junction depth of
source / drain
nFET pFET
4nm
1x10 18cm -3
50nm
1x10 19 5x10 18cm -3cm -3
0.10  µ m
0.1  µ m
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( )[ ] ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]2/53exp10/552/53exp10/55)(1 tttV γγ +−⋅++−−⋅−=  
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L >> Xc (3.20) 
CD / CW-Xc ~ 1 (3.21)  
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SODEL CMOS - LSI dﬃ-efghi3jk3lmﬁn%&op#q SRAM Cell r9sutv^wx3&    1 Mbit
- ADM( Array Diagnostic Monitor) j SODEL CMOS yzjﬁ0f|{u}~{uo [7.3, 7.4] ﬃ+- LSI ~
#r3o MOSFET yzﬃ 90nm *6'B-Ł:!6!ﬃ#%&ﬁ-ﬃ^uq  1.6 nm -9wﬁ-

6v3wxﬃ}ﬃ& [7.3, 7.4, 7.6] |{uo SRAM ADM  Cell size=1.656 µm2 --q

- 3:¡!¢£u-

6¥¤ Lg  70-80 nm ﬃ&3¦
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7.14  SRAM Cell TEG(Test Element Group) jf}§9wxo¨©ﬃª«Ł¬­ (butterfly curve) -
;<q®¯°ﬃj 0.4 V ±²#³´9µ{} SRAM Cell ®¶·^wxﬃo  
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Static Noise Margin (SNM)   -¨©ﬃª«Ł¬­#íî%&ﬁïðñò-ð3ówr9suô3wx3&õ¦ 
7.14 ö-ñòjﬁ÷øù  SODEL CMOS - SNM j Vdd #$|{u}¡ﬃúm({uoﬃ-ﬃj

7.15 #º%
®¯° Vdd j 0.6 V ³ûü} SNM  95mV jﬁ¶ý({u}¸9uq

xﬃ 65 nm *6'Bþn*3úß
6- SRAM  9wxﬃ}ﬃ&9µ
	sﬁ6ß:ﬁ&  µr3o [7.7]   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#

7.16 #3wxﬃo Function Bit Rate µ Vdd -3jº% Function Bit Rate  Cell Array 
m(B#${}®({}ﬃ& m( -ﬀô%ﬃ&ﬃ+-~({uo SRAM ADM qﬁﬀﬂ+,
- MOSFET - Vt ﬃõ¦ 0.8V £ù q -!3 0.8 V û- Cell ®"9wxﬃ}#ﬃo$
{uq Vdd >= 0.85 V -%ﬀ&ﬃ 100% - function yield µ#}¸9¯°'ûﬃ#() fail bit -*,+
ò3.-39{uo3ﬁ} SNM -;<j./0%ﬃ&ﬃµﬁqﬁﬀﬂ+,- Vt 1ﬀ2 óo3ﬃ# 0.6 V ±²ﬃ³


- SODEL CMOS SRAM -®46ß:ﬁ&ﬃµ65ﬀ7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7.16 SODEL CMOS SRAM - Vdd µ function bit rate -  
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wsﬁ#qXﬃ#Y4Z9{uo SPICE  3«[6ﬃ©6ﬃjf}q SODEL CMOS SRAM -+,323)43576298
:j\]({o

-23)43576298:ﬁ BLT(Bit Line True) µ BLC(Bit Line Complement) -^-

m(­ﬀ_ﬃ# 256 `ﬃ- Cell ab3j.c{uo³oa­dﬀeﬃfgh-opij{uo xk+l m(­
dﬀe^µ{u}mnﬃ#oﬀ+}&.p<ﬃ Cell - transfer nFET -îﬀdﬀeﬃ#q,r|{}ﬃ&   WL(Word 
Line) q WR(WRite enable) q D(Data) #sﬁ- !"tﬀu£uqtﬀuûwv_ﬃ 50 ps µ{uo  
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(1) SODEL CMOS SRAM  (CED*FGH&IﬃJ(KML0NO&ﬁ0ﬂ0 CMOS à0P*Q!K&RàSﬃS&T0UACED(V
SRAM áâ0WX%*Y(Z ﬁ0ﬂﬃà*[0\]  CMOS  ;6&7ACDXV&^ﬃ%_&`4àáâ0açXbﬀé;cX^ﬃ%*Y d  
(2) SODEL CMOS à*e0f&g0h*iﬃjﬃkﬀë0"0l!mnO!'M),+-0oﬃp0q*rﬃs!tnu0v&wﬀáâ0WX%*Y  
 
(1) qMﬁ0ﬂﬃx!yM^ﬃ% SRAM à&I&J0z&{XK|0U&WX%*"0^*}~m&0"*&0^ﬃ%MY PD-SOI CMOS à*ﬃf
q SRAM àáâaçXbﬀé&K;ﬃ0W%*}ﬃ0"0}ﬃH&I*J0&Ł(KMIX$&%ﬃﬃcX^ﬃ%McﬃO SODEL CMOS "
#0*D0qMﬃ4à( ﬃ&0XM}ﬃP*Q0I&J0ﬀà*ﬃqM0(tEuD*H*}ﬃ*ﬁ0ﬂﬃ CMOS à&I&J(KMR
à0SﬃSM0U&&^&%*Y  
(2) à'*),+-0oﬃp"&#0*D0q&O 0ﬂﬀà CMOS ﬃçA é*¡ﬃ"&#0*D*eﬃf&g0h&¢ﬃ£q*¤&¥0X¦MHM}
ﬃO(à&§*¨4à*iﬃjq*&0^ﬃ%*Yﬃ}&~C:©Pà*ª&«0qM¬ﬃ-&g0hXKM¤*¥,CnD&%àﬃﬃO0ﬂ&¬ﬃ-&­
®
V0ç~ é*¡XtnuO*¬ﬃ-&g0hﬃcﬃ¤M¥X¦MH0ﬃf"ﬃq0l!m¯&°H*ª&«0c&ﬃ0^ﬃ%*Y  
Cn}&c(MDM©Pà&±*²O4ãäåæwç,ãlè.é&K³A´nO*v&wﬀáâ(K±&0WX% SODEL CMOS SRAM àMµ01
¶
cﬃ·!tEu0}ﬃY  
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S&}*¸0¹(º&»¼+½ﬃ¾ç*¿XÀà SRAM Áﬀáâ0c0Â*Ã&¥tEuD&%*Y©P SODEL CMOS SRAM ­
®
"
#$&%MÄﬃÅ*-&¿XÀà0¾)ÆﬃÇX)&È*"&ÉCnDXVXÊ:Ë0ÌﬃÍ*[Î&,ã,äåæwç0Ïç0*Ð&Ñ} [7.3, 7.4] Y  
à&Ò&Óﬀà(º&»¼+½0¾ç (soft error dE"&Ô*D SRAM 0q*5ﬃÕﬃc&&X"&HmnÔﬃÔ0^!mnO:v&w ¶ c&0Ö
tEuDXV0.à(º&»¼+½0¾çﬃ×
¶
cﬃ¤X;Ø0Ùq SRAM  XCnD0q*±&U"&H!yEH*Y ©Pﬃq STI Ú(K 0.30 µm O
well ¨ﬃÛ0ÜXK 0.28 µm O Cell Ýà*¨ﬃÛ0ÜXK 0.12 µm  EÞ0ßACnD 3 Ë0Ì0Í*[0Î&,ãäåæwç,ãlè.é&KM±*à
Cn}ﬃY  
ß
7.19 cﬃRàêﬀëà&Ò*áX0^ﬃ%Mc0OXâ.à&ã&Ù"&#0$&%M/&!V α -ﬃäﬃåﬃxy 2 ns æ0çﬃ"ﬃqMè&é,CnD0
%*YMEuXq³0ﬃà*[0\] CMOS à*0f! êﬃëﬃì´_ﬃ`4à&íç0îçﬀàﬃï*ð0^ﬃ%MYV(CE¾)ÆﬃÇX)&È
K;¿~XCn}M0f"ﬃq*ï&ðXKñX%&"&Ô*u0D&òﬃãﬃÙà&/*10c&¢ﬃÚtnuD0¦O*¸ﬃóX"&q*£ﬃ/&ﬃc&ô0õﬃW%
ﬃ M"&H%MYﬃàêﬀëﬃxy SODEL CMOS KMUX*D SRAM KM3ﬃ§ACnDXV;FX"0¾0)ÆﬃÇ()*È×
¶
cﬃö&÷
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7.19 α -ﬃäﬃåX"ﬃl0MD*ò node "Mú&¿~tEu}&/&1ﬀàﬃï&ð t û0ü
¶
 
Z 3 Ë0Ì0Í*[0Î&,ã,äåæwç4ã
è.é*"ﬃlﬃ%*Y d  
ýþß α  	
 200 fC/µm   
ﬀ
ß
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7.7 ,.-/10325476
, - / 0 2 4 6, - / 0 2 4 6
, - / 0 2 4 6  
 8
B
0q SODEL CMOS Í*[Î&ﬀàﬀ9;:P*Qﬀáâ"ﬃ#$&%F
¶
KM±&²! ãäå,æwç,ã
è6é&K³,´D
<
9ACn}ﬃYMFX"ﬀ=ç + oﬃp0ï*ð τpd  power > delay ?XqﬃìM_ﬃ`ﬀà@=ç +.ÜXK7AÔMﬁ0ﬂﬃ&[ﬃ\] CMOS
 ;6&7,CnD 20% _&`æ&ﬃr&sACn}ﬃYMnuXq*! CnD PD-SOICMOS  Mì7B("Meﬃf&g0h Cj à*iﬃj body 
effect à*iﬃjX"0lﬃ%*Y  
ËX" 1M bit à SODEL CMOS SRAM ADM K 90 nm node C3DXKMUX*D;Eâ,Cn}&Y;F0ßêëﬃxyq
SODEL CMOS |0U"0l&% SRAM áâ4àﬀG;HfqMﬃ*L0N0O0S*}ﬃP*Qã,äåæwçﬀã
è.éMﬃq!'*),+-
oﬃpﬃrﬃsﬃc;I~ynu}&Y  
Cn}&c(D(à SODEL CMOS q 50 nm _ﬃ`4à@=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ç4ã
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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(1)原著論
文  ○ 
 
 
 
 
 
 
    
 
      ○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
   ○ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SODEL FET: Novel chan-
nel and S/D profile engi-
neering schemes by selec-
tive Si epitaxial growth
technology 
IEEE  
Transactions on 
Electron Devices,
ED-51, No. 9,  
pp.1401-1408 
2004/09 S. Inaba 
K. Miyano 
H. Nagano 
A. Hokazono 
K. Ohuchi 
I. Mizushima 
H. Oyamatsu 
Y. Tsunashima 
K. Ishimaru 
Y. Toyoshima 
H. Ishiuchi 
High Performance 35 nm Gate
Length CMOS with NO
oxynitride Gate Dielectric and
Ni Salicide  
IEEE  
Transactions on 
Electron Devices,
ED-49, No. 12,  
pp.2263-2270 
2002/12 S. Inaba 
K. Okano 
S. Matsuda 
M. Fujiwara 
A. Hokazono 
K. Adachi 
K. Ohuchi 
H. Suto 
H. Fukui 
T. Shimizu 
S. Mori 
H. Oguma 
A. Murakoshi  
T. Itani 
T. Iinuma 
T. Kudo 
H. Shibata 
S. Taniguchi 
M. Takayanagi 
A. Azuma 
H. Oyamatsu 
K. Suguro 
Y. Katsumata 
Y. Toyoshima 
Low-Power logic circui
H. Ishiuchi 
t
and SRAM cell applica-
tions with Silicon on De-
pletion Layer CMOS (SO-
DEL CMOS) Technology  
IEEE  
Journal of 
Solid-State  
Circuits, 
Vol. 41, No.6, 
pp. 1455-1462 
2006/06 S. Inaba 
H. Nagano 
K. Miyano 
I. Mizushima 
Y. Okayama 
T. Nakauchi 
K. Ishimaru 
H. Ishiuchi 
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   ○ 
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Threshold Voltage Roll-Up /
Roll-Off Characteristic Control
in Sub-0.2 μm Single Work-
function Gate CMOS for High
Performance DRAM Applica-
tions 
  
IEEE  
Transactions on 
Electron Devices,
ED-49, No.2, 
pp. 308-313 
2002/02 S. Inaba 
R. Katsumata 
H. Akatsu 
R. Rengarajan 
P. Ronsheim 
C. S. Murthy 
K. Sunouchi 
G. B. Bronner 
1999/06 
M. Iwase  
T. Mizuno 
M. Takahashi 
H. Niiyama 
M. Fukumoto 
K. Ishida 
S. Inaba
Y. Takigami 
A. Sanda  
A. Toriumi 
M. Yoshimi 
1993/02 IEEE  
Electron Device 
Letters, 
EDL-14, No.2, 
pp. 51-53 
High-performance 0.10-μm 
CMOS devices operating at  
room temperature   
  
S. Inaba 
T. Mizuno 
M. Iwase 
M. Takahashi 
H. Niiyama 
H. Hazama 
M. Yoshimi 
A. Toriumi  
1994/12 IEEE  
Transactions on 
Electron Devices,
ED-41, No.12, 
pp. 2399-2404 
Inverter performace of 0.1 μm 
CMOS operating at room
temperature   
  
S. Inaba 
A. Murakoshi 
M. Tanaka  
H. Yoshimura 
F. Matsuoka 
Y. Toyoshima 
 
IEEE  
Transactions on 
Electron Devices,
ED-46, No.6, 
pp. 1218-1223 
Increase of Parasitic Resis-
tance in Shallow p+ Extension
by SiN Sidewall Process and
its improvement with Ge
preamorphization for sub-0.25
μm pMOSFETs  
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会（査読
付） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sidewall Transfer Process and
Selective Gate Sidewall Spacer
Formation Technology for
Sub-15 nm FinFET with Ele-
vated Source/Drain Extension
   
  
IEEE 
International  
Electron Devices 
Meeting (IEDM), 
34-6, pp.863-866, 
Washington DC 
 
2005/12 A. Kaneko 
A. Yagishita 
K. Yahashi 
T. Kubota 
M. Omura 
K. Matsuo 
I. Mizushima 
 
Embedded Bulk FinFET SRAM
Cell Technology with Planar
FET Peripheral Circuit for hp32
nm node and beyond 
2006 
Symp. on VLSI  
2005/12 K. Okano 
T. Izumida 
H. Kawasaki 
A. Kaneko 
A. Yagishita 
T. Kanemura 
M. Kondo 
S. Ito 
N. Aoki 
K. Miyano 
T. Ono 
K. Yahashi  
K. Iwade 
T. Kubota 
T. Matsushita 
I. Mizushima 
S. Inaba 
K. Ishimaru 
K. Suguro 
K. Eguchi 
Y.Tsunashima 
H. Ishiuchi 
 
Process Integration Technol-
ogy and Device Characteristics
of CMOS FinFET on Bulk
Silicon Substrate with sub-10
nm FinWidth and 20 nm Gate
Length   
  
IEEE 
International  
Electron Devices 
Meeting (IEDM), 
30-4, pp.739-742, 
Washington DC 
 
2006/06 H. Kawasaki 
K. Okano 
A. Kaneko  
A.Yagishita 
T. Izumida 
T. Kanemura 
K. Kasai 
T. Ishida 
T. Sasaki 
Y. Takeyama 
N. Aoki 
N. Ohtsuka 
K. Suguro 
K. Eguchi 
Y. Tsunashima 
S. Inaba 
K. Ishimaru 
H. Ishiuchi 
 
Technology, 
9-2, pp. 86-87, 
Honoluru, HI 
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      ○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K. Okano 
H. Kawasaki 
S. Inaba  
T. Izumida 
T. Kanemura 
N. Aoki 
K. Ishimaru  
H. Ishiuchi 
K. Suguro 
K. Eguchi, 
K. Okano 
T. Ishida 
T. Sasaki 
T. Izumida 
M. Kondo 
M. Fujiwara 
N. Aoki 
S. Inaba 
N. Ohtsuka 
K. Ishimaru 
H. Ishiuchi 
2005 
Silicon Nano  
Electronics 
Workshop  
(SNW 2005), 
pp.14-15, 
Kyoto, Japan 
Robust Device Design in 
FinFET SRAM for hp22nm 
Technology Node   
  
2005/06 
H. Kawasaki 
K. Ohuchi 
A. Oishi 
O. Fujii 
H. Tsujii 
T. Ishida 
K. Kasai 
Y. Okayama 
K. Kojima 
K. Adachi 
N. Aoki 
T. Kanemura 
D. Hagishima 
M. Fujiwara 
S. Inaba  
K. Ishimaru  
H. Ishiuchi
2004/12 Impact of parasitic resistance
and silicon layer thickness
scaling for strained-silicon  
MOSFETs on relaxed Si1-xGex
virtual substrate 
   
  
IEEE 
International  
Electron Devices 
Meeting (IEDM), 
7-4, pp.169-172 
San Francisco, CA 
 
S. Inaba 
K. Miyano 
H. Nagano 
I. Mizushima 
K. Ishimaru 
H. Ishiuchi 
 
Low power logic circuit and
SRAM cell applications with
Silicon on Depletion Layer 
CMOS (SODEL CMOS) 
technology 
IEEE 
Custom Integrated
Circuits Conference
(CICC), 
11-2, pp.225-228 
Orlando, FL 
 
2004/10 
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       ○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. Yasutake 2004 A hp22 nm Node Low Oper-
ating Power (LOP) Technol-
ogy with Sub-10 nm Gate
Length Planar Bulk CMOS
Devices  
2004/07 
K.Ohuchi Symposium on  
VLSI Technology, M. Fujiwara 
9.1, pp. 84-85 K. Adachi 
Honoluru, HI A. Hokazono  
 K. Kojima 
 N. Aoki 
H. Suto 
T. Watanabe 
T. Morooka 
H. Mizuno 
S. Magoshi 
T. Shimizu 
S. Mori 
H. Oguma 
T. Sasaki 
M. Ohmura 
K. Miyano 
H. Yamada 
H. Tomita 
D. Matsushita 
K. Muraoka 
S. Inaba
M. Takayanagi 
K. Ishimaru 
H. Ishiuchi 
H. Suto 2004/03 IEEE Error Evaluation of 
S. InabaC-V Characteristic  
Measurements in Ultra 
Thin Gate Films  
International  
Conference on K. Ishimaru 
Micro Test  
Structures  
(ICMTS 2004), 
pp. 221-226 
Awaji, Japan 
 
S. InabaSilicon on Depletion Layer
FET (SODEL FET) for sub-50
nm high performance CMOS
applications:Novel channel 
and S/D profile engineering  
schemes by selective Si epi-
taxial growth technology  
  
  
IEEE 
International 
Electron Devices 
Meeting (IEDM), 
27-6, pp. 659-662 
San Francisco, CA 
 
2002/12   
K. Miyano 
A. Hokazono 
K. Ohuchi 
I. Mizushima 
H. Oyamatsu 
Y. Tsunashima 
Y. Toyoshima 
H. Ishiuchi 
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 High Performance 30nm Bulk
CMOS for 65nm Technology 
E. Morifuji IEEE 2002/12 
M. Kanda International 
Node (CMOS5)  Electron Devices N. Yanagiya 
Meeting (IEDM), S. Matsuda 
27-5, pp. 655-658 S. Inaba
San Francisco, CA K. Okano 
 K. Takahashi 
M. Nishigori 
H. Tsuno 
T. Yamamoto 
K. Hiyama 
M. Takayanagi 
H. Oyamatsu 
S. Yamada 
T. Noguchi  
M. Kakumu 
Device Performance of Sub-50 
nm CMOS with Ultra-Thin 
Plasma Nitrided Gate Dielec-
trics 
IEEE S. Inaba2002/12 
International T. Shimizu 
Electron Devices S. Mori 
Meeting (IEDM), K. Sekine 
27-4, pp. 651-654 K. Saki 
San Francisco, CA H. Suto 
 H. Fukui 
M. Nagamine 
M. Fujiwara 
T. Yamamoto 
M. Takayanagi 
I. Mizushima 
K. Okano 
S. Matsuda 
H. Oyamatsu 
Y. Tsunashima 
S. Yamada 
Y. Toyoshima 
H. Ishiuchi 
65nm CMOS Technology
(CMOS5) with High Density
Embedded Memories for 
IEEE 2002/12 N. Yanagiya 
International S. Matsuda 
Electron Devices S. Inaba
Meeting (IEDM), Broadband Micro- M. Takayanagi 
3-1, pp. 57-60 processor Applications I. Mizushima 
San Francisco, CA   K. Ohuchi 
 K. Okano 
K. Takahashi 
E. Morifuji 
M. Kanda 
Y. Matsubara 
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       ○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 M. Habu 
M. Nishigori 
K. Honda 
H. Tsuno 
K. Yasumoto 
T. Yamamoto 
K. Hiyama 
K. Kokubun 
T. Suzuki 
J. Yoshikawa 
T. Sakurai 
T. Ishizuka 
Y. Shoda 
M. Moriuchi 
S. Kishida 
H. Harakawa 
H. Oyamatsu 
N. Nagashima 
S. Yamada 
T. Noguchi 
Y. Okamoto 
M. Kakumu 
 
 
S. InabaHigh performance 35 nm gate
length CMOS with NO oxyni-
tride gate dielectric and Ni
SALICIDE 
 
  
IEEE 
International 
Electron Devices 
Meeting (IEDM), 
29-6, pp. 641-644 
Washington DC 
2001/12  
K. Okano 
S. Matsuda 
M. Fujiwara 
A. Hokazono 
K. Adachi 
K. Ohuchi 
H. Suto 
H. Fukui 
T. Shimizu 
S. Mori  
H. Oguma 
A. Murakoshi 
T. Itani 
T. Iinuma 
T. Kudo 
H. Shibata 
S. Taniguchi 
S. Magoshi 
Y. Watanabe 
M. Takayanagi 
A. Azuma 
H. Oyamatsu 
K. Suguro 
Y. Katsumata 
Y. Toyoshima 
H. Ishiuchi 
 
  
178 
種 類 別    題名、            発表・発行掲載誌名、発表・発行年月、 連名者 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ○ 
 
    
 
 
 
 
 
 
   ○ 
    
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Threshold-voltage anomaly in
sub-0.2 μm DRAM bur-
ied-channel pFET devices 
2001  2001/10 C. S. Murthy 
International  R. Katsumata  
Symposium on  S. Inaba
VLSI Technol- R. Rengarajan  
ogy, Systems  P. Oldiges    
and Applications P. Ronsheim 
pp. 19-20   
Shintsu, Taiwan  
1997/06 Impact of trench sidewall in-
terface traps in shallow trench
isolation on junction leakage
current characteristics for
sub-0.25 μm CMOS devices 
1997  S. Inaba,
 
Symposium on  
 
M. Takahashi 
VLSI Technology Y. Okayama 
9B-1, pp.119-120 A. Yagishita 
Kyoto, Japan  F. Matsuoka 
 H. Ishiuchi 
 
1996/12 M. T. Takagi A novel 0.15 μm CMOS tech-
nology using W / WNx /
polysilicon gate electrode and
Ti silicided source/drain 
IEEE 
K. Miyashita International 
H. Koyama  Electron Devices 
Meeting (IEDM), K. Nakajima 
pp.455-458 K. Miyano  diffusions 
San Francisco, CA   Y. Akasaka  
  Y. Hiura  
S. Inaba 
A. Azuma 
H. Koike 
H. Yoshimura 
K. Suguro 
H. Ishiuchi 
1996 S. InabaIncrease of parasitic resistance
in shallow p+ extension by
SiN gate sidewall process and
its improvement by Ge prea-
morphization for sub-0.25 μm 
CMOS devices 
1996/06 
Symposium on A. Murakoshi 
VLSI Technology M. Tanaka 
17-4, pp.168-169 M. T. Takagi  
Honoluru, HI H. Koyama  
 H. Koike 
 H. Yoshimura  
F. Matsuoka  
S. Inaba1993 Impact of contact resistance
and junction capacitance on
the switching performance in
scaled 0.1 μm CMOS devices 
1993/09 
T. Mizuno  International  
M. Iwase  Conference on 
M. Takahashi  Solid State Device 
H. Niiyama and Materials   
H. Hazama  (SSDM),   
M. Yoshimi A-2-5, pp.32-34  
A. Toriumi Makuhari,   
Japan
  
179 
種 類 別    題名、            発表・発行掲載誌名、発表・発行年月、 連名者 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1992 A. Toriumi 1992/09 High speed 0.1 μm CMOS
devices operating at room
temperature 
International  T. Mizuno 
Conference on M. Iwase 
Solid State Device M. Takahashi  
and Materials  H. Niiyama  
(SSDM),  M. Fukumoto  
pp. 487-489 S. Inaba 
Tokyo, Japan I. Mori  
 M. Yoshimi 
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会・研究会 
 
 
 
 
 
 
    
   ○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第 52回応用物
理学関係連合
講演会 
Fin 型 Si 領域の不純物分布
の測定およびシミュレーシ
ョン 
2004/03 泉田 貴士 
金村 貴永 
近藤 正樹 
 伊藤 早苗 （埼玉大学、
さいたま）  岡野 王俊 
  稲葉 聡   
青木 伸俊 
稲葉 聡 極薄膜 NO Oxynitride ゲート
絶縁膜と Ni サリサイドプロ
セスを用いた高性能35 nmゲ
ート長 CMOS 
2002/01 応用物理学会
岡野 王俊 シリコンテク
ノロジー分科
会 ULSI デ
バイス研究会
松田 聡 
藤原 実 
外園 明 
No.35  pp.2-7 安達 甘奈 
 大内 和也 
及び 須藤 裕之 
 福井 大伸 
電子情報通信
学会 シリコ
ン材料・デバ
イス研究会 
清水 敬 
森  伸二 
小熊 秀樹 
村越 篤 
SDM2001-213 井谷 孝治 
（ 合 同 研 究
会） 
飯沼 俊彦 
工藤 知靖 
（東洋大学、
東京） 
柴田 英紀 
谷口 修一  
馬越 俊幸 
渡辺 由美 
高柳 万里子
東  篤志 
親松 尚人 
須黒 恭一 
勝又 康弘 
豊島 義明 
石内 秀美
第 44回応用物
理学関係連合
講演会 
SiN ゲート側壁形成プロセス
による sub-0.25 μm 
稲葉 聡 1997/03 
村越 篤 
pMOSFET の寄生抵抗増大 田中 みわ 
29a-H-4 （2：extension 領域抵抗の改
善） 
吉村 尚郎 
（日本大学理
工学部、船橋）
東  篤志 
松岡 史倫 
 石内 秀美 
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1997/03 SiN ゲート側壁形成プロセス
による sub-0.25 μm pMOS-
FET の寄生抵抗増大  
第 44回応用物
理学関係連合
講演会 
稲葉 聡 
村越 篤 
田中 みわ 
（1：SiN CVD による B の不
活性化） 
29a-H-3 吉村 尚郎 
（日本大学理
工学部、船橋）
東  篤志 
松岡 史倫 
 石内 秀美 
埋め込み素子分離(STI)にお
けるトレンチ側面部の界面
準位密度と接合リーク電流 
第 42回応用物
理学関係連合
講演会 
28p-C-10 
（東海大学工
学部、平塚）
1995/03 稲葉 聡 
高橋 稔 
八木下 淳史
岡山 康則 
松岡 史倫 
高性能 0.1 μmCMOS の室温
動作特性(3) 
第 40回応用物
理学関係連合
講演会 
30a-ZT- 9 
（青山学院大
学、東京） 
 
1993/03 稲葉 聡 
水野 智久 
岩瀬 政雄 
高橋 稔 
新山 広美 
吉見 信 
鳥海 明 
高性能 0.1 μmCMOS の室温
動作特性(2) 
第 53回応用物
理学学術講演
会 
16p-ZS- 5 
（関西大学、
大阪） 
 
1992/09 稲葉 聡 
間  博顕 
水野 智久 
岩瀬 政雄 
高橋 稔 
新山 広美 
福元 正人 
石田 勝広 
滝上 裕二 
三田 敦夫 
吉見 信 
鳥海 明 
0.1 μm CMOS デバイスの室
温動作実証と性能解析 
電気学会 
電子デバイス
研究会 
EDD-93-14 
（東京） 
 
 
1993/02 稲葉 聡 
水野 智久 
岩瀬 政雄 
高橋 稔 
新山 広美 
間  博顕 
吉見 信 
鳥海 明 
  
182 
種 類 別    題名、            発表・発行掲載誌名、発表・発行年月、 連名者 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高性能 0.1 μmCMOS の室温
動作特性(1) 
第 53回応用物
理学学術講演
会 
1992/09 岩瀬 政雄 
水野 智久 
高橋 稔 
16p-ZS- 4 新山 広美 
（関西大学、
大阪） 
福元 正人 
石田 勝広 
 稲葉 聡 
滝上 裕二 
三田 敦夫 
吉見 信 
鳥海 明 
1992/03 Si MOS 蓄積層における電子
移動度 
第 39回応用物
理学関係連合
講演会 
稲葉 聡 
高木 信一 
谷本 弘吉 
31a-ZM- 7 鳥海 明 
（日本大学理
工学部、船橋）
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第 14回低消費
電力・高速 LSI
技術懇談会 
最近の CMOS デバイス技術
傾向と展望 (Invited) 
 
 
 
  
電気学会 
電子・情報シ
ステム部門大
会 TC 10-4 
（宇都宮大、
宇都宮） 
慶應義塾大学
大学院 
COE教育プロ
グラム 
(日吉、横浜）
 
2005/05 稲葉 聡 
 
IEDM 2004 を振り返って 
 
 
 
  
最近の CMOS デバイス技術
傾向と展望 (Invited) 
 
 
 
  
応用物理学会
シリコンテク
ノロジー分科
会 ULSI デ
バイス研究会
（日本大学理
工学部、船橋）
2005/01 稲葉 聡 
 
Key Technologies for Ad-
vanced CMOS Devices Be-
yond 65 nm Node Generation
(Invited) 
 
Carnegie Mellon
Univ. 
Seminar at 
Center for  
Silicon System 
Implementation  
(Pittsburgh, PA)
 
2004/10 Satoshi Inaba
 
2004/09 稲葉 聡 
 
FinFET の LSI への応用と将
来展望 (Invited) 
稲葉 聡
 
( 東京大学生
産 技 術 研 究
所、東京） 
2006/03  
岡野 王俊 
金子 明生 
川崎 博久 
泉田 貴士 
八木下 淳史
金村 貴永 
青木 伸俊 
須黒 恭一 
江口 和弘 
石丸 一成 
綱島 祥隆 
石内 秀美
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International 2003/11 S. Inaba
Symposium on 
Advanced  
Devices and 
Procss  
(Tokyo) 
Silicon on Depletion Layer 
FET (SODEL FET) for high
performance and low power
CMOS applications 
 
K. Miyano 
H. Nagano 
I. Mizushima 
K. Ishimaru (Invited) 
 H. Ishiuchi 
  
S. InabaECS  
2nd   
International 
Semiconductor
Technology 
Conference  
(Tokyo) 
 
35 nm gate length CMOS
Technology with very thin gate
dielectrics and Ni SALICIDE
(Invited) 
 
  
  
 2002/09 
K. Okano 
S. Matsuda 
M. Fujiwara 
A. Hokazono 
K. Adachi 
K. Ohuchi 
H. Suto 
H. Fukui 
T. Shimizu 
S. Mori 
H. Oguma 
A. Murakoshi
T. Itani 
T. Iinuma 
T. Kudo 
H. Shibata 
S. Taniguchi 
M. Takayanagi
A. Azuma 
H. Oyamatsu 
K. Suguro 
Y. Katsumata 
Y. Toyoshima
H. Ishiuchi 
 
稲葉 聡極薄膜酸窒化ゲート絶縁膜
と Ni サリサイドを適用した
高性能 35nm CMOS デバイ
ス (Invited) 
 
 
 
  
日本学術振興
会 シリコン
超集積化シス
テム第 165 委
員会 （四谷、
東京） 
 
2002/02  
岡野 王俊 
松田 聡 
藤原 実 
外園 明 
安達 甘奈 
大内 和也 
須藤 裕之 
福井 大伸 
清水 敬 
森  伸二 
小熊 秀樹 
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豊島 義明 
石内 秀美 
 
 
勝又 康弘 
柴田 英紀 
谷口 修一 
馬越 俊幸 
渡辺 由美 
高柳 万里子
東  篤志 
親松 尚人 
須黒 恭一 
村越 篤 
井谷 孝治 
飯沼 俊彦 
工藤 知靖 
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(5)特許 
(a)日本国
登録特許 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
半導体装置の製造方法    登録特許公報 3545526 2004/07    村越 篤  
                                岩瀬 政雄 
                                稲葉 聡 
                                須黒 恭一  
                                北浦 義昭 
 
半導体装置及びその製造方法 登録特許公報 3461277  2003/10    稲葉 聡
 
半導体装置              登録特許公報 3441259 2003/08    牛久 幸広 
                                 稲葉 聡 
                                 高橋 稔 
                                 八木下 淳史 
                                 岡山 康則 
                                 松下 嘉明 
                                 久保田 康裕 
                                 土屋 憲彦 
                                 沼野 正訓 
                                 林  芳樹 
 
半導体装置の製造方法    登録特許公報 3392616  2003/03       稲葉 聡  
                                  新山 広美 
 
半導体装置         登録特許公報 3361922  2003/01       吉見 信 
                                寺内 衛 
                                稲葉 聡 
                                執行 直之 
                                松澤 一也 
                                村越 篤 
                                松下 嘉明 
                                西山 彰 
                                有隅 修 
                                青木 正身 
                                川口谷 ひとみ
                                尾崎 徹 
                                浜本 毅司 
                                石橋 裕 
 
埋込素子分離基板およびその製造方法 
              登録特許公報 3258210  2002/02       沼野 正訓 
                                土屋 憲彦  
                                久保田 裕康 
                                林  芳樹 
                                松下 嘉明 
                                牛久 幸広 
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                                八木下 淳史  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b)米国登
録特許 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                稲葉 聡 
                                高橋 稔  
                                岡山 康則 
 
半導体装置及びその製造方法 登録特許公報 3146045   2001/03      稲葉 聡  
                                高木 信一 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semiconductor device and
method of manufacturing
the same 
USP-6329258 2001/12 S. Inaba 
Semiconductor device and
method of manufacturing
the same 
USP-6844247 2005/01 S. Inaba 
Semiconductor device and
method of manufacturing
the same 
USP-6541357 
2004/12 
S. Inaba Semiconductor device and
method of manufacturing
the same 
USP-6828203 
2003/04 
S. Inaba 
Semiconductor device hav-
ing MIS field effect transis-
tors or three-dimentional
structure 
USP-6525403 2003/02 S. Inaba 
K. Ohuchi 
Semiconductor device and
method of manufacturing
the same 
USP-6448618 2002/09 S. Inaba T. Ozaki 
Y. Kohyama 
K. Sunouchi 
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Method of fabricating S. Inaba
semiconductor device 
USP-6300197 2001/10  
Semiconductor device and S. Inaba
method for manufacturing  
the same 
USP-6153476 2000/11  
T. Ozaki 
Y. Kohyama 
K. Sunouchi 
M. Numano Dielectrically isolated sub-
strate and method for  
1998/04 USP-5739575 
N. Tsuchiya 
H. Kubota manufacturing the same 
Y. Matsushita 
Y. Hayashi 
Y. Ushiku 
A. Yagishita 
S. Inaba 
Y. Okayama 
M. Takahashi 
Isolated-gate transistor hav-
ing narrow bandgap-source 
M. Yoshimi 1997/12 USP-5698869 
S. Inaba 
A. Murakoshi 
M. Terauchi 
N. Shigyo 
Y. Matsushita 
M. Aoki 
T. Hamamoto 
Y. Ishibashi 
T. Ozaki 
H. Kawaguchiya 
K. Matsuzawa 
O. Arisumi 
